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Souhrn 
 
 Z prvků polovodičové čistoty byly modifikovanou Bridgmannovou metodou 
připraveny monokrystaly 

a) Bi2Se3 s příměsí manganu, 
b) Bi2Se3 s příměsí thalia. 

 
Vzorky těchto monokrystalů byly charakterizovány rentgenodifrakční anylýzou (XRD) a 

chemickou analýzou (ICP – AES). Dále byly na monokrystalech měřeny  optické vlastnosti 

(reflektivita v oblasti rezonanční frekvence plazmatu ( )cER ⊥
r

 a optická propustnost T), 

vybrané transportní vlastnosti (elektrická vodivost c⊥σ , Hallův koeficient ( )cBRH //
r

), 

termoelektrické vlastnosti (Seebeckův jev c⊥α ), magnetické vlastnosti a vybrané 

termodynamické vlastnosti (specifické teplo za konstantního tlaku C). 
 
a) Změny studovaných veličin ukázaly, že příměs manganu vyvolává 

v monokrystalech Bi2Se3 zvýšení koncentrace volných elektronů a jejich 
pohyblivosti. Z magnetických měření vyplývá oxidační stav manganu MnII. 
Naměřené efekty jsou vysvětleny představami o bodových poruchách v krystalové 
struktuře studovaných monokrystalů. Je předpokládáno, že příměs Mn vytváří 
substituční poruchy typu −1

BiMn  a zároveň snižuje koncentraci antistrukturních 

defektů −1
SeBi . 

 
b) Změny studovaných veličin ukázaly, že příměs thallia vyvolává v monokrystalech 

Bi2Se3 snížení koncentrace volných elektronů a zvýšení jejich pohyblivosti. Změna 
koncentrace volných elektronů je vysvětlena představou o vzniku nabitých 
substitučních poruch thalia v Bi-podmřížce - −2

BiTl  (za předpokladu, že thalium je 

v oxidačním stavu +I) a snížením koncentrace vakancí v podmřížce selenu +2
SeV . 

Dále je diskutován vliv thalia na hodnotu Power Faktoru σα2, který se s rostoucím 
obsahem thalia zvyšuje a to téměř o 25 % vůči výchozímu Bi2Se3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
 Single crystals of 
a) Bi2Se3 doped with Mn atoms, 
b) Bi2Se3 doped with Tl atoms, 
were grown using a modified Bridgman method. 
 
 The prepared samples were characterized by X-ray diffraction analysis (XRD) and 
chemical analysis (ICP), and subsequently investigated by measurement of the optical 

properties (reflectivity in the plasma-resonance-frequency region ( )cER ⊥
r

, optical 

transmittance T), transport properties (electrical conductivity c⊥σ , Hall coefficient 

( )cBRH //
r

), thermoelectric properties (Seebeck coefficient c⊥α ), magnetic properties and 

thermodynamic properties (specific heat C). 
 
a) The results show that incorporation of Mn atoms in the crystal structure leads to an 

increase of the free-electron concentration, as well as to increase of the mobility of the 
free electrons. The Mn2+ valence state of the Mn ions has been established by 
magnetic measurements. The observations are explained in terms of the point-defect 
model, which is based on the idea that the Mn impurities create substitutional defects 
of the −1

BiMn –type and reduce the concentration of antistructure −1
SeBi  defects. 

 
b) The results of the measurements indicate that incorporation of Tl atoms in the crystal 

structure leads to a decrease of the free electron concentration and to increase of their 
mobility. The results are explained in the frame of the point-defects model, which is 
based on the idea that Tl impurities create substitutional defects in Bi sublattice and 
decrease of concentration of selenium vacancies. The temperature dependence of the 
power factor σα2 is also discussed. Upon the thallium doping we observe a significant 
increase of power factor compare to parental Bi2Se3. 
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